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Junction Capacitance

Schottky Capacitance Comparison
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Drift Region Resistance

Baliga’s FOM
Baliga, B J, “Advanced Power MOSFET Concepts”
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Ideal Specific On‐Resistance

Baliga, B J, “Advanced Power MOSFET Concepts”

WBG Materials

B Ozpineci, L M Tolbert, “Comparison of Wide‐Bandgap Semiconductors for Power Electronics 
Applications”
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W. Saito, “Power device trends for high‐power density operation of power electronics system”

Si Limits


